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電子物性・デバイス先端演習

Advanced Seminar on Physics of Electronic Materials and Electron Devices
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東京電機大学大学院　先端科学技術研究科　平成24年度　講義要目（シラバス）

1・2・3年次

六倉　信喜

電子物性・デバイス分野に関連する高度な知識を修得し、各自の独創的な研究活動を推進する
ための基礎力ならびに応用力を養うことを目的とする。

真空技術及びプラズマを用いた半導体単結晶薄膜形成、電子デバイスおよび半導体物性に関す
る国内外の論文を調査し、その内容の発表を通じて討議する。特に、III-V族窒化物半導体やII-
V酸化物半導体を主な対象とする。

特に指定しない。適宜必要に応じて紹介する。

特に指定しない。適宜必要に応じて紹介する。

演習における成果とその発表の内容により、評価する。


